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本研究では、窒化物半導体 InxGa1-xN の柱状ナノ結晶であるナノコラム結晶[1]がナノスケール間

隔で配列した半導体ナノ構造における光物性[2]と光伝播特性について研究している。ナノ結晶集

団において生じる特異な光伝播現象については、コラムが不規則に配置したランダム系における

光のアンダーソン局在[3]及び局在効果に起因したランダムレージング[4]について報告してきた。 

我々は今回、コラム結晶の位置を制御した規則配置ナノコラム試料[5]をフェムト秒レーザーで

光強励起することによって、複数の発光ピーク構造を観測した（Fig.1）。また、これらの発光成分

は非常に高速なダイナミクスを示すことが分かった（Fig.2）。我々は、この発光ピーク成分が誘導

放出光であり、波長選択性は周期配列ナノ構造に起因した光のバンド構造によって生じていると

推察した[6]。講演では波長選択性の起源や高速なダイナミクスについて、またコラム結晶をラン

ダムに配置した試料における誘導放出特性との比較結果などついて報告する。 
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Fig.1 Excitation density dependence of PL Spectra (77K). 
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Fig.2 Time-resolved PL Spectrum (77K, 20.2GW/cm
2
). 
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